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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein bottom-emittieren-
des organisches Bauelement, insbesondere organi-
sche Leuchtdiode.

Stand der Technik

[0002] Organische lichtemittierende Dioden, die ab-
gekurzt Ublicherweise auch als OLEDs bezeichnet
werden, besitzen insbesondere in einer Ausflihrung
zur WeiBlichterzeugung ein hohes Potential flir An-
wendungen im Bereich der Beleuchtung und der Dis-
plays. In den letzten Jahren konnten auf diesem Ge-
biet deutliche Verbesserungen erzielt werden, so-
wohl bei den erzielten Effizienzen als auch hinsicht-
lich der Lebensdauern der Bauteile. Die Leistungsef-
fizienzen von stabilen weiflen OLEDs liegen heute im
Bereich von 10 bis 50 Im/W, und Lebensdauern von
mehr als 10000 Stunden sind realisierbar. Fir eine
breit angelegte Kommerzialisierung im Bereich allge-
meiner Beleuchtungsanwendungen sind jedoch noch
Verbesserungen insbesondere hinsichtlich der Leis-
tungseffizienz notwendig, da momentan der Markt
von hocheffizienten Technologien zur Erzeugung von
Weilllicht, wie beispielsweise Leuchtstoffrohren, mit
Effizienzen von bis zu 100 Im/W beherrscht wird.

[0003] Typische organische Leuchtdioden haben
den Nachteil, dass nur etwa 25% des erzeugten Lich-
tes aus dem Bauelement emittiert wird. Etwa 50%
des Lichtes verbleiben als innere Moden in der An-
ordnung organischer Schichten, die sich zwischen
den zwei Elektroden befindet. Weitere 20% gehen
durch totale Reflektion im Substrat verloren. Der
Grund hierfir liegt darin, dass das Licht innerhalb ei-
ner OLED in optischen Medien mit einem Brechungs-
index von etwa 1,6 bis 1,8 gebildet wird. Trifft dieses
Licht nun auf ein optisches Medium mit einem niedri-
geren Brechungsindex, beispielsweise eine weitere
Schicht innerhalb eines OLED-Stapels, das Substrat,
auf welchem die OLED gebildet ist, oder eine der
Elektroden, so kommt es zu einer Totalreflexion, so-
fern ein gewisser Wert des Einfallswinkels uberschrit-
ten wird.

[0004] Fur die Verwendung von wei3en OLEDs in
der Beleuchtungstechnologie ist es also notwendig,
geeignete Auskopplungsmethoden zur Anwendung
zu bringen, welche sich darlber hinaus preisglnstig
in den Fertigungsprozess einbinden lassen. Es wird
heute davon ausgegangen, dass eine Flache einer
OLED von 1 cm? fiir Beleuchtungsanwendungen nur
wenige Cent kosten darf, damit deren Anwendung
wirtschaftlich sinnvoll ist. Das bedeutet aber auch,
dass fir die Erhéhung der Lichtauskopplung nur be-
sonders preisglinstige Verfahren Uberhaupt in Frage
kommen. OLEDs auf Basis so genannter kleiner Mo-
lekile werden heutzutage mit Hilfe thermischer Ver-
dampfung im Vakuum prozessiert. Typischweise be-
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stehen OLEDs aus zwei bis zwanzig Schichten, die
alle einzeln thermisch aufgedampft werden. Gelingt
es nun mit Hilfe nur einer einzigen weiteren thermisch
aufgedampften Schicht die Auskopplung deutlich zu
verbessern, wird die Bedingung an die Kosten der
Auskopplungsmethode auf jeden Fall erfullt.

[0005] Fur Anwendungen von OLEDs als Beleuch-
tungselemente ist es weiterhin notwendig, die Bautei-
le gro¥flachig auszufihren. Wird beispielsweise eine
OLED bei einer Helligkeit von 1000 cd/m? betrieben,
so werden Flachen im Bereich einiger Quadratmeter
bendtigt, um beispielsweise einen Blroraum auszu-
leuchten.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein organi-
sches bottom-emittierendes Bauelement mit einer
verbesserten Lichtauskopplung zu schaffen, welches
kostenglinstig produziert werden kann und flir einen
Massenfertigungsprozess geeignet ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf’ durch
ein bottom-emittierendes organisches Bauelement
nach dem unabhangigen Anspruch 1 geldst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand von abhangigen Unteranspriichen.

[0008] Erfindungsgemal ist ein bottom-emittieren-
des organisches Bauelement, insbesondere organi-
sche lichtemittierende Diode, mit einer Anordnung
gestapelter Schichten auf einem Substrat vorgese-
hen, die Anordnung gestapelter Schichten aufwei-
send:
—eine Grundelektrode, die optisch transparent ist,
— eine Deckelektrode,
— eine Schichtanordnung, die mit mindestens ei-
ner organischen lichtemittierenden Schicht zwi-
schen der Grundelektrode und der Deckelektrode
und in elektrischem Kontakt hiermit gebildet ist,
und
— eine lichtstreuende organische Schicht, welche
zwischen dem Substrat und der Grundelektrode
und in BerGihrungskontakt mit dem Substrat gebil-
det ist und aus einem selbstkristallisierenden or-
ganischen Material besteht.

[0009] Als Grundelektrode wird die Elektrode be-
zeichnet, die naher an dem Substrat angeordnet ist
als die Deckelektrode.

[0010] Bevorzugt werden ein oder mehrere bot-
tom-emittierende Bauelemente in einer der Ausflih-
rungsformen in einer Beleuchtungseinrichtung ver-
wendet.

[0011] In der bevorzugten Ausfiihrungsform ist die
lichtstreuende organische Schicht einheitlich aus ei-
nem Material mit einer einzigen molekularen Struktur
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geformt.

[0012] Es wird bevorzugt, dass alle organischen
Schichten in der Anordnung gestapelter Schichten
mittels Verdampfen im Vakuum (VTE - Vacuum Ther-
mal Evaporation) hergestellt werden.

[0013] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wer-
den alle organischen Schichten sowie beide Elektro-
den in einem Vakuumbeschichtungsverfahren, z. B.
VTE oder Sputtern, abgeschieden.

[0014] Es wird weiterhin bevorzugt, dass die licht-
streuende organische Schicht als eine Aufdampf-
schicht aus einem mittels thermischen Verdampfen
im Vakuum verdampfbaren organischen Material ge-
bildet ist, dafur hat dass Material eine Verdamp-
fungs-(bzw. Sublimations-)Temperatur im Vakuum,
die kleiner ist als die Zersetzungstemperatur im Va-
kuum.

[0015] Es ist wesentlich, dass die lichtstreuende or-
ganische Schicht aus einem selbstkristallisierenden
organischen Material gebildet ist.

[0016] Es wird bevorzugt, dass die lichtstreuende
organische Schicht aus einem organischen Material
ist, welches eine Kristallisierungstemperatur in einem
Bereich von unter etwa 60°C aufweist. Auf diese Wei-
se kann das organische Material beim Aufdampfen
auf das Substrat ohne einen weiteren Temperschritt
selbst auskristallisieren, da bei herkdmmlichen
VTE-Anlagen die Substrattemperatur in der Regel
zwischen 20°C und 60°C liegt.

[0017] In einer anderen Ausfihrungsform wird be-
vorzugt, dass die lichtstreuende organische Schicht
aus einem organischen Material ist, welches eine
Kristallisierungstemperatur in einem Bereich von un-
ter etwa 200°C aufweist. Auf diese Weise kann das
organische Material nach oder beim Aufdampfen auf
das Substrat mit Hilfe eines Temperschrittes zum
Auskristallisieren gebracht werden.

[0018] Es wird bevorzugt, dass die organische
Schicht aus einem organischen Material ist, welches
eine Glasubergangstemperatur von mindestens etwa
85°C aufweist. Die untere Grenze von 85°C ergibt
sich daraus, dass die fertige OLED eine Temperatur-
stabilitat bis zu mindestens 60°C bis 85°C aufweisen
soll. Die Temperatur von 85°C ist eine typische Spe-
zifikation aus dem Automobilbau.

[0019] Es wird bevorzugt, dass die lichtstreuende
organische Schicht polymerfrei gebildet ist.

[0020] Es wird bevorzugt, dass die lichtstreuende
organische Schicht einen optischen Brechungsindex
aufweist, welcher groRer oder ungeféhr gleich dem
optischen Brechungsindex der emittierenden Schicht
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[0021] Es wird weiterhin bevorzugt, dass die licht-
streuende organische Schicht einen optischen Bre-
chungsindex in einem Bereich von etwa 1,5 bis 2,2,
bevorzugt 1,7 bis 1,9 aufweist.

[0022] Es wird bevorzugt fir die lichtstreuende or-
ganische Schicht Materialien aus der Klasse der ben-
zannelierten Oxathiine (und deren héhere Homolo-
gen)  einzusetzen, insbesondere  5,12-Dio-
xa-7,14-dithia-pentacen.

[0023] Es wird alternativ bevorzugt fiir die lichtstreu-
ende organische Schicht Materialien aus der Klasse
der verbrickten Bisoxazole einzusetzen, insbeson-
dere 1,4-Di(benzo[d]oxazol-2-yl)benzen,
4,4'-bis(benzo[d]oxazol-2-yl)-1,1'-biphenyl und
1,4-bis(benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalen.

[0024] Es wird weiterhin bevorzugt, dass die licht-
streuende organische Schicht zwischen 100 nm und
100 pm dick ist.

[0025] Es wird weiterhin bevorzugt, dass die Grund-
elektrode ein TCO (Transparent conducting oxide) ist
(bevorzugt ITO — Indium tin oxide), das mittels Sput-
tering aufgetragen wird.

[0026] Es wird weiterhin bevorzugt, dass die Deck-
elektrode eine licht-reflektierende Elektrode ist (z. B.
eine Metall-Elektrode).

[0027] In einer Ausflihrungsform ist das Substrat
Glas.

[0028] In einer Ausfiihrungsform hat das Substrat
einen optischen Brechungsindex in einem Bereich
von etwa 1,4 bis 1,8.

[0029] Durch die erfindungsgemafle Verwendung
der lichtstreuenden organischen Schicht wird nicht
nur die Lichtauskopplung verbessert, sondern auch
noch die Winkelabhangigkeit der Lichtabstrahlung
verbessert. Dazu muss man wissen, dass ein Weil3-
lichtspektrum Anteile von mehreren Lichtfarben, typi-
scherweise aber zumindest blaues, griines und rotes
Licht beinhaltet. Da die Abstrahlcharakteristik fur ver-
schiedene Wellenlangen unterschiedlich ist, sieht
man unter verschiedenen Blickwinkeln unterschiedli-
che Farben. Dies wird durch die streuenden Eigen-
schaften der organischen Schicht drastisch reduziert.

[0030] Hier ist zu berlcksichtigen, dass die Korn-
grenzen der Kristallite, an denen die Streuung statt-
findet, ausreichend grof3 sind, so dass es zur
Mie-Streuung und nicht zur Rayleigh-Streuung
kommt.

[0031] Die Rayleigh-Streuung bezeichnet die elasti-
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sche Streuung elektromagnetischer Wellen, z. B.
Lichtwellen, an Teilchen, deren Durchmesser klein im
Vergleich zur Wellenlange A ist. Der (absolute) Streu-
querschnitt o der Rayleigh-Streuung ist proportional
zu w*. Daher wird im Fall der Rayleigh-Streuung
blaues Licht starker gestreut als rotes.

[0032] Im Falle der Mie-Streuung sind die streuen-
den Partikel groRer als die Lichtwellenlange. Dann ist
die Streuung weitgehend wellenldngenunabhangig,
was zu einer Homogenisierung der Lichtabstrahlung
einer weillichtemittierenden OLED fuhrt.

[0033] Daher sollen die Kristallite der lichtstreuen-
den organischen Schicht im Mittel bevorzugt gréRer
als 500 nm sein.

[0034] In einer Ausfihrungsform ist die lichtstreuen-
de organische Schicht in Berihrungskontakt mit der
Grundelektrode gebildet.

[0035] In einer alternativen Ausflihrungsform ist
zwischen der lichtstreuenden organischen Schicht
und der Grundelektrode eine Glattungsschicht gebil-
det.

[0036] In einer alternativen Ausflihrungsform ist
zwischen der mindestens einen organischen lichte-
mittierenden Schicht und der Grundelektrode eine
Glattungsschicht gebildet.

[0037] Bevorzugt ist diese Glattungsschicht aus ei-
nem organischen Material gebildet. Diese Schicht hat
die Aufgabe, die durch die Kristallite der lichtstreuen-
den organischen Schicht gebildeten Unebenheiten
auszugleichen, damit die OLED auf einer glatten
Oberflache aufgebaut werden kann. OLEDs auf einer
glatten Oberflache zeigen Ublicherweise eine grole-
re Ausbeute, eine héhere Lebensdauer und geringe-
re Leckstrome.

[0038] Bevorzugt wird die Glattungsschicht nass-
chemisch prozessiert, z. B. durch Druckverfahren wie
Tintenstrahldruck, Siebdruck, Tiefdruckverfahren,
Hochdruckverfahren,  Flexodruck oder durch
Spincoating, Rakeln, Sprayverfahren, Dipcoating
oder andere Verfahren. Vorteil des nasschemischen
Verfahrens ist eine besonders gute Glattung der un-
terliegenden Unebenheiten.

[0039] Die Glattungsschicht kann auch in einem Va-
kuumverfahren prozessiert werden, z. B. durch Sput-
tern, Chemical Vapor Deposition (CVD) oder VTE.
Der Vorteil bei der Benutzung eines Vakuumverfah-
rens liegt in der Kosteneinsparung, da dann das Va-
kuum zwischen der Prozessierung der lichtstreuen-
den organischen Schicht und der Prozessierung der
OLED nicht unterbrochen werden muss. Idealerwei-
se nutzt man ein kombiniertes nasschemisches Va-
kuum-Verfahren wie zum Beispiel Vakuum-Spray-
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Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele

[0040] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figu-
ren einer Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen:

[0041] Fig.1 eine schematische Darstellung der
Schichtstruktur einer OLED mit einer Anordnung ge-
stapelter Schichten auf einem Substrat (10), aufwei-
send: eine lichtstreuende organische Schicht (11),
eine Grundelektrode (12), eine organische Schichta-
nordnung (13), eine Deckelektrode (14), und

[0042] Fig.2 eine schematische Darstellung der
Schichtstruktur einer OLED mit einer Anordnung ge-
stapelter Schichten auf einem Substrat (10), aufwei-
send: eine lichtstreuende organische Schicht (11),
eine Glattungsschicht (15), eine Grundelektrode (12),
eine organische Schichtanordnung (13), eine Decke-
lektrode (14).

[0043] Die organische Schichtanordnung (13) muss
mindestens eine lichtemittierende Schicht enthalten.
Typische Schichtanordnungen fir OLEDs sind in
EP1705727, EP1804309 beschrieben. Die OLED
kann auch eine p-i-n Schichtanordnungen aufweisen
die z. B. in US7074500, US2006250076 beschrie-
ben. Die n- und p-Dotanden die in einer p-i-n OLED
verwendet werden, sind beispielsweise in
US6908783, US2008265216, WO07107306,
EP1672714 beschrieben.

Beispiel 1

[0044] Eine weillicht-emittierende organische lich-
temittierende Diode wurde mit dem folgenden
Schichtaufbau auf einem Glassubstrat durch VTE
hergestellt (lediglich die ITO-Schicht wurde durch
Sputtern aufgebracht):

(1) 3 ym (Mikrometer) 5,12-Dioxa-7,14-dithia-pen-

tacen

(2)90 nm ITO

(3) 50 nm dicke p-dotiertes a-NPD (4 mol%)

(4) 10 nm undotiertes a-NPD

(5) 20 nm Spiro-DPVBI(2,2,7,7-tetrakis(2,2-diphe-

nylvinyl)spiro-9,9-bifluoren)

(6) 10 nm 2,4,7,9-tetraphenyl-1,10-phenanthroli-

ne

(7) 25 nm n-dotiertes

nyl-1,10-phenanthrolin

(8) 20 nm p-dotiertes a-NPD (4 mol%)

(9) 10 nm TCTA (4,4,4"-Tris(carbazol-9-yl)-triphe-

nylamin) dotiert mit Irppy (8 mol%)

(10) 15 nm TPBI (1,3,5-Tris(1-phenyl-1H-benzimi-

dazol-2-yl)benzene) dotiert mit Irppy (12 mol%)

(11) 10 nm 2,4,7,9-tetraphenyl-1,10-phenanthro-

lin

(12) 35 nm 2,4,7,9-tetraphenyl-1,10-phenanthro-

2,4,7,9-tetraphe-
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lin, n-dotiert (8 mol%)

(13) 30 nm p-dotiertes a-NPD (4 mol%)

(14) 10 nm thick a-NPD

(15) 20 nm a-NPD dotiert mit Iridium (IIl) bis(2-me-
thyldibenzol[f,h]Jquinoxaline)(acetylacetonate) (10

mol%)

(16) 10 nm 2,4,7,9-tetraphenyl-1,10-phenanthro-
lin

(17) 70 nm n-dotiertes 2,4,7,9-tetraphe-

nyl-1,10-phenanthroline (3 mol%)
(18) 100 nm Aluminium Kathode

Beispiel 2

[0045] Hier wurde die OLED-Schichtstruktur zu Ver-
gleichszwecken wie im Beispiel 1 hergestellt, nur
dass die Schicht (1) weggelassen wurde. Wahrend in
beiden Fallen Licht des gleichen Spektrums emittiert
wurde, beobachtete man im Beispiel 1 eine um 10%
erhohte Lichtemission. Ferner war die Winkelabhan-
gigkeit der Farbkoordinaten reduziert. Das wird auf
die streuenden Eigenschaften der ersten organi-
schen Schicht zurtickgefihrt.

Beispiel 3

[0046] Nicht nur weille sondern auch monochroma-
tische OLEDs profitieren von der Erfindung. Eine gru-
ne OLED wurde mit dem folgenden Schichtaufbau
auf einem Glassubstrat hergestellt.

(1) 3 ym (Mikrometer) 5,12-Dioxa-7,14-dithia-pen-

tacen

(2) 250 nm Polymer

(3) 120 nm ITO

(4) 70 nm MeoTPD dotiert mit 4% F4-TCNQ

(5) 10 nm a-NPD

(6) 20 nm TCTA dotiert mit 10% fac-tris(2-phenyl-

pyridine)iridium(lr(ppy)3)

(7) 10 nm Bathophenanthrolin

(8) 50 nm Bathophenanthrolin dotiert mit Cs (1:1

molare Mischung)

(9) 100 nm Silber als Kathode

[0047] Das Polymer, welches als Glattungsschicht
dient, wurde prozessiert indem ein fllissiger Precur-
sor mit Hilfe von Vakuum-Spraycoating aufgebracht
wurde und dann durch UV-Bestrahlung vernetzt wur-
de. Dieses Verfahren ist aus dem Bereich der Dinn-
schichtverkapselung organischer Bauelemente gut
bekannt. Der verwendete Precursor stammt von der
Firma Vitex.

Beispiel 4

[0048] Es wurde zu Vergleichszwecken eine OLED
hergestellt, welche denselben Schichtaufbau wie in
Beispiel 3 besitzt, nur dass hier die Schicht (1) weg-
gelassen wurde. Erneut beobachtet man mit der er-
findungsgemafen Struktur eine erhohte Effizienz, in
diesem Fall Ubertrifft die erfindungsgemafe Struktur
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die Referenz in ihrer Effizienz um 15%. Im Beispiel 3
beobachtet man im Vergleich zu Beispiel 1 niedrigere
Leckstrome. Alle Effizienzen wurden in einer Ulbricht-
kugel vermessen. Die Kanten und die Ruckseiten der
OLEDs wurden geschwarzt, so dass nur die Vorwart-
semission bei der Messung der Effizienz berticksich-
tigt wurde.

[0049] Das Polymer, welches als Glattungsschicht
dient, wurde prozessiert indem ein flissiger Precur-
sor mit Hilfe von Vakuum-Spraycoating aufgebracht
wurde und dann durch UV-Bestrahlung vernetzt wur-
de. Dieses Verfahren ist aus dem Bereich der Diinn-
schichtverkapselung organischer Bauelemente gut
bekannt. Der verwendete Precursor stammt von der
Firma Vitex.

[0050] Alternativ kann die Glattungsschicht auch
nasschemisch aus einer Polymerlésung aufge-
schleudert oder gedruckt werden. Hierbei muss ver-
mieden werden, dass die darunter liegende Schicht
bei dem Prozess aufgel6st wird.

Beispiel 5
[0051] Weillicht-emittierende organische lichtemit-
tierende Dioden wurden mit dem folgenden

Schichtaufbau auf einem Glassubstrat hergestellt:
(1) x nm 5,12-Dioxa-7,14-dithia-pentacen; (x
1000, 2000, 3000, 4000)

(2) 100 nm ITO

(3) 50 nm MeoTPD dotiert mit 4% F4-TCNQ her-
gestellt durch Spincoating

(4) 80 nm MeoTPD dotiert mit 4% F4-TCNQ

(5) 10 nm a-NPD

(6) 25 nm weilR-emittierende Schicht die verschie-
dene Emittermaterialien enthalt.

(7) 10 nm Bathophenanthrolin

(8) 50 nm Bathophenanthrolin dotiert mit Cs (1:1
molare Mischung)

(9) 100 nm Silber als Kathode

[0052] Die besten Ergebnisse wurden mit x = 1000
erzielt.

[0053] In allen Beispielen wurde ein Glasssubstrat
mit Brechungsindex n = 1,5 benutzt.

[0054] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Anspriichen und der Zeichnung offenbarten Merkma-
le der Erfindung kénnen sowohl einzeln als auch in
beliebiger Kombination fur die Verwirklichung der Er-
findung in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen
von Bedeutung sein.
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Patentanspriiche

1. Organisches bottom-emittierendes Bauele-
ment, insbesondere organische lichtemittierende Di-
ode, mit einer Anordnung gestapelter Schichten auf
einem Substrat, die Anordnung gestapelter Schich-
ten aufweisend:

— eine Grundelektrode, die optisch transparent ist,

— eine Deckelektrode,

— eine Schichtanordnung, die mit mindestens einer
organischen lichtemittierenden Schicht zwischen der
Grundelektrode und der Deckelektrode und in elektri-
schem Kontakt hiermit gebildet ist, und

— eine lichtstreuende organische Schicht, welche zwi-
schen dem Substrat und der Grundelektrode und in
BerUhrungskontakt mit dem Substrat gebildet ist und
aus einem selbstkristallisierenden organischen Mate-
rial besteht.

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die organische Schicht als eine
Aufdampfschicht aus einem mittels thermischen Ver-
dampfen im Vakuum verdampfbaren organischen
Material gebildet ist.

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die organische Schicht aus ei-
nem auskristallisierten organischen Material ist.

4. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht polymerfrei gebildet ist.

5. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht einen optischen Bre-
chungsindex aufweist, welcher groRer oder gleich
dem optischen Brechungsindex der lichtemittieren-
den organischen Schicht ist.

6. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht einen optischen Bre-
chungsindex in einem Bereich von etwa 1,5 bis etwa
2,2 aufweist.

7. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht aus einem organischen
Material ist, welches eine Kristallisierungstemperatur
kleiner 200°C, bevorzugt kleiner 60°C aufweist.

8. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht aus einem organischen
Material ist, welches eine Glasiibergangstemperatur
in einem Bereich von etwa 85°C bis etwa 400°C auf-
weist.

9. Bauelement nach mindestens einem der vor-
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angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kristallite in der lichtstreuenden organischen
Schicht im Mittel grofer 500 nm sind.

10. Bauelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die organische Schicht in Berthrungskontakt
mit der Grundelektrode gebildet ist.

11. Bauelement nach mindestens einem der An-
spriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der organischen Schicht und der Grundelekt-
rode eine Glattungsschicht gebildet ist.

12. Bauelement nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Glattungsschicht aus einem
organischen Material gebildet ist.

13. Bauelement nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Glattungsschicht nassche-
misch prozessiert wird.

14. Bauelement nach mindestens einem der An-
spriche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Glattungsschicht in einem Vakuumbeschichtungsver-
fahren prozessiert wird.

15. Bauelement nach mindestens einem der An-
spriche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Glattungsschicht in einem Vakuum-Sprayverfahren
prozessiert wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig. 2
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